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図1 ZnO, InGaZnO4粉末結晶及びIGZO薄膜のZn-K 端XANES※スペクトル
※X-ray Absorption Near Edge Structure
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IGZO薄膜においてZnは
Zn2+として存在

構造秩序性の低下を示唆

表1 InGaZnO4粉末結晶及びIGZO薄膜の局所構造パラメータ

試料 配位 r （Å） N σ2（Å2）

InGaZnO4 Zn-O 1.97 5※ 0.0062

IGZO薄膜 Zn-O 1.97 4.5 0.0076
※PDF#04-013-2883
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図2 InGaZnO4粉末結晶及びIGZO薄膜について
左図：Zn-K 端EXAFS※振動（k 3χ）、右図：Zn-K 端フーリエ変換EXAFS振幅

※Extended X-ray Absorption Fine Structure

本測定は、
文部科学省 先端研究施設共用促進事業
『フォトンファクトリーの産業利用促進』
を通じて行いました。

●フーリエ変換EXAFS振幅において
第一ピーク（1.5 Å付近）の僅かな減少より、
IGZO薄膜では、結晶状態から第一配位
（Zn-O）の配位数が僅かに減少している事
が示唆されます。
また、第二ピーク（3.0 Å付近）の消失より、
IGZO薄膜では、第二配位（Zn-（Ga,Zn））に
起因するピークは確認されず、中間秩序構
造が崩れている事が示唆されます。

概要

透明酸化物半導体のIGZO薄膜はディスプレイ用TFT材料として研究開発が進められていますが、TFT
特性の安定性の面で実用に課題が残されております。この課題を解決するためにはIGZO成膜メカニズ
ムの解明が重要です。IGZO薄膜について、金属元素の電子状態およびその局所構造を、放射光を用
いたXAFS解析によって明らかにすることでIGZO成膜メカニズムに関する知見を得ることが可能です。
Zn-K 端XAFSスペクトルよりIGZO薄膜の局所構造解析を行った事例を紹介します。
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酸化物半導体中、金属元素の価数・配位数・構造秩序性の評価
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